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【手続補正書】
【提出日】平成27年2月25日(2015.2.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波トランスデューサアレイアセンブリであって、
　超音波の送信に関する望ましい前方方向と、望ましくない後方の超音波放出方向とを持
つトランスデューサ要素のアレイと、
　前記トランスデューサ要素のアレイに構造的に結合される集積回路と、
　前記トランスデューサ要素のアレイ及び集積回路の後方に配置される複合発泡支持ブロ
ックであって、高い熱伝導性及び多孔質構造体を持つ発泡物質で形成される、複合発泡支
持ブロックと、
　前記発泡支持ブロックの多孔質構造の少なくともいくつかを充填するエポキシ樹脂とを
有し、
　前記後方方向における超音波放出が、前記多孔質発泡構造及びエポキシにより散乱又は
減衰され、熱は、前記支持ブロック物質により前記トランスデューサ要素のアレイ及び集
積回路から離れて伝導される、超音波トランスデューサアレイアセンブリ。
【請求項２】
　前記発泡物質が更に、黒鉛発泡を有する、請求項１に記載の超音波トランスデューサア
レイアセンブリ。
【請求項３】
　前記複合発泡支持ブロックが更に、外側表面を有し、前記エポキシ樹脂は、前記外側表
面に隣接する前記発泡支持ブロックの前記多孔質構造を充填する、請求項１に記載の超音
波トランスデューサアレイアセンブリ。
【請求項４】
　前記集積回路が更に、前記トランスデューサ要素のアレイの前記後部側面に結合される
ビーム形成器ＡＳＩＣを有し、前記複合発泡支持ブロックは、前記ビーム形成器ＡＳＩＣ
に熱的に結合される、請求項１に記載の超音波トランスデューサアレイアセンブリ。
【請求項５】
　前記複合発泡支持ブロックが、エポキシ結合により前記ビーム形成器ＡＳＩＣに結合さ
れる、請求項４に記載の超音波トランスデューサアレイアセンブリ。
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【請求項６】
　前記ビーム形成器ＡＳＩＣ及び前記複合発泡支持ブロックの間の電気絶縁層を更に有す
る、請求項４に記載の超音波トランスデューサアレイアセンブリ。
【請求項７】
　前記電気絶縁層が更に、ポリイミドフィルムを有する、請求項６に記載の超音波トラン
スデューサアレイアセンブリ。
【請求項８】
　前記ポリイミドフィルムが、２５ミクロンより厚くない、請求項７に記載の超音波トラ
ンスデューサアレイアセンブリ。
【請求項９】
　前記電気絶縁層が更に、パリレン被覆を有する、請求項６に記載の超音波トランスデュ
ーサアレイアセンブリ。
【請求項１０】
　前記パリレン被覆が、１５ミクロンより厚くない、請求項９に記載の超音波トランスデ
ューサアレイアセンブリ。
【請求項１１】
　前記多孔質構造体が、少なくとも６０％の多孔性を示す、請求項１に記載の超音波トラ
ンスデューサアレイアセンブリ。
【請求項１２】
　前記多孔質構造体の総孔の少なくとも９５％が、オープンである、請求項１１に記載の
超音波トランスデューサアレイアセンブリ。
【請求項１３】
　エポキシ、前記多孔性発泡物質及び前記多孔質発泡構造における空気の間の前記インピ
ーダンス不整合が原因で、前記後部超音波放出が、散乱する、請求項１に記載の超音波ト
ランスデューサアレイアセンブリ。
【請求項１４】
　前記多孔性発泡物質が更に、黒鉛発泡物質を有する、請求項１３に記載の超音波トラン
スデューサアレイアセンブリ。
【請求項１５】
　前記エポキシ樹脂による吸収が原因で、後部超音波放出が減衰される、請求項１に記載
の超音波トランスデューサアレイアセンブリ。
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